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ELE415
Analog Tiimdevreler
Yil ici Sinavi 2

Sorularin tiimii yamitlanacaktir. Kendi not ve kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz.
Baskasindan not, kitap, hesap makinesi vb. alinamaz. Puanlar: 1 (30), 2 (35). 3 (35)

Sorulardaki MOS transistorlar i¢cin Vin= 0.6V, Vir = -0.7V, kN’ = 2kp’ = 400A/V2, AN= 0.01V1, Ap=
0.02 V1 olarak verilmistir.

Sekil-1. (Soru 1)

Soru 1. Sekil-1’deki MOS fark kuvvetlendiricisinde tranzistorlar i¢cin W=120pum, L=6pm
olarak verilmistir.

a- Giris isaretinin degisim araliginin + 0.35V olmasi istendigine gore Iss kutuplama akimina
hangi deger verilmelidir?

c- ARy /Ry, = %2, AVr = 2mV, A(W/L)/(W/L) = %2 olarak verilmistir. Giris dengesizlik
gerilimini hesaplayiniz.
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Sekil-2 (Soru 2)



Soru 2. CMOS OTA yapilarn kullanilarak Sekil-2a’da verilen OTA-C osilatorii
gerceklestirilecektir. Osilatoriin osilasyon frekansi f, =250kHz olacaktir. C,=C,=100pF olarak
verilmistir.

a- OTA’larin (gm) egimlerine verilmesi gereken degeri belirleyiniz.

b- OTA-C osilatorii Sekil-2b’deki CMOS simetrik OTA ile gerceklestiriliyor. OTA egiminin I
= 100pA’lik kutuplama akiminda (a) da bulunan degerde olmasi ve giris geriliminin degisim
araliginin da -1V< AV; £ 1V olmasi isteniyor. (W/L); = (W/L), =3 olarak verilmigtir. T, T,
Ts, Te transistorlarinin (W/L) oranlarini bulunuz.

Soru 3.. Sekil-ga’daki emetor baglamali ikilinin sekil-3b’de verilen frekans-gerilim
karakteristigini saglamasi isteniyor. Bu karakteristige iligkin veriler:

fmaks = 20kHz, fmin = 500HZ, Vimaks = 1.5V, Vimin = -1.5V seklindedir. Vggon = 0.7V, C1 =10nF
olarak verilmistir.

a- Osilatoriin frekans-gerilim karakteristigini veren bagintiy1 yaziniz.

b-Io, I, akimlarina ve R, direncglerine verilmesi gereken degerlerini ve fo frekansini bulunuz.
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Sekil-3 (Soru 3)



